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本資料に記載されております規格等は，改良のため予告なく変更することがありますので，ご了承ください。
また本資料によって，記載内容に関する工業所有権の実施許諾や，その他の権利に対する保証を認めたものではありません。
なお資料中に，回路例が記載されている場合，これらは使用上の参考として，代表的な応用例を示したものですので，これら
回路の使用に起因する損害について，当社は一切責任を負いません。
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Sony
CXB1828ER

Sony
SerDes

Laser Diode

Transmit Path

2.5Gbpsレーザダイオード・ドライバ

概　要
CXB1828ERは，高速モノリシックレーザダイオー
ド・ドライバです。本ICは，データレート2.5Gbps，最
大50mAのモジュレーション電流を駆動できます。バ
イアス電流は，50mAまで供給可能であり，IC内のAPC

（Automatic Power Control）回路で制御します。モジュ
レーション電流とバイアス電流は，共にコントロー
ル端子に入力された電圧にリニアに制御されるよう
に設計されています。

IC内にはDFFが内蔵されており，入力信号をそのま
ま通過させるスルーモードと外部クロックによりリ
タイミングするDFFモードを選択することができま
す。データ入力端子とクロック入力端子は，PECLと
CMLの差動入力の受信が可能で，IC内に50Ω終端抵
抗を備えています。
その他に，モジュレーション電流とバイアス電流を
シャットダウンさせるシャットダウン機能と，信号
が無入力であることを検出するアクティビティエ
ラー検出回路，アラーム出力のパワーオンリセット
回路を搭載しています。更にモジュレーション出力信
号のデューティを補正するデューティサイクルコン
トロール回路を搭載しています。
外形は4.8mm□の32ピンプラスチックパッケージ
を採用しており，光モジュールの小型化に寄与しま
す。

特　長
• ダイレクトレーザダイオードドライブ
• 最大データレート：2.5Gbps

• パワーオンリセット機能
• バイアス電流用オートパワーコントロール (APC)

• アラーム機能とシャットダウン機能
• 差動PECL／CML入力またはAC結合入力
• デューティサイクル補正回路内蔵
• レーザ保護用アクティビティエラー検出機能
• 標準立ち上がり時間：80ps

• 50Ω入力終端抵抗内蔵
• コンパクトなパッケージサイズ：4.8mm×4.8mm

• ＋3.3V 単一電源電圧

用　途
• ギガビットイーサネット：1.25Gbps

• SONET／SDH：622Mbps, 2.5Gbps

絶対最大定格
• 電源電圧 Vcc－VEE －0.3～＋6.0 V

• データおよびクロック入力差動電圧
｜VD－VDN｜ 2.5 V

• バイアス出力電流 100 mA

• 変調出力電流 100 mA

• 保存温度 Tstg －65～＋150 ℃

推奨動作条件
• 電源電圧 Vcc－VEE 3.14～3.46 V

• 動作周囲温度 Ta －40～＋85 ℃

重要な注意
本ICのパワーオンとパワーオフはゆっくり行なう必
要があります。AC特性のVCC立ち上がり時間と立ち
下がり時間を参照して下さい。

静電強度
本ICは静電気に対して非常に敏感ですので，取り扱
いに注意して下さい。

標準送信ブロック図
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ブロック図
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端子説明

端子
番号 端子記号

端子標準
電圧（V）

DC

端子説明I/O 等価回路

2

3

Vcc2

10kΩ

10kΩ

VEE2

4

Vcc2

VEE2

5

Vcc2

VEE2

1 Vcc2 3.3 正電源端子。

2 SHUTDOWNB
0

または
Vcc

I

TTL入力端子。
この端子にlow電圧を入力すること
により，変調電流とバイアス電流が
シャットダウンされます。オープン
時はHighレベルです。

3 SHUTDOWN
0

または
Vcc

TTL入力端子。
この端子にHigh電圧を入力すること
により，変調電流とバイアス電流が
シャットダウンされます。オープン
時はHighレベルです。

4 ALARM O

TTL出力端子。
OP_IN端子の電圧に異常を検出した
時はHighになります。OP_lNの異常
電圧はVop＜0.3VまたはVop＞1.8V
です。

5 RREF 18kΩの外付け抵抗をこの端子と
VCC間に接続します。

I
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6

Vcc2

VEE2

26.4KΩ

7

8

Vcc2

VEE2

9

Vcc2

4kΩ

VEE2

150kΩ

10

Vcc2

VEE2

6 VREF 1.9 O

9 OP_OUT O

7 MOD_SET 0.2～2.0 I

8 BIAS_SET 0.2～2.0 I

10 OP_IN 0.3～1.8 I

基準電圧出力端子。
GND基準1.9Vです。

内部オペアンプ出力端子。
バイアス電流のオートパワーコン
トロール (APC) に使用します。
本端子をBIAS_SET端子に接続しま
す。また，本端子とGND間に0.1μF
のコンデンサを接続して下さい。

変調電流制御端子。
変調電流はこの端子の電圧によって
制御されます。

バイアス電流制御端子。
バイアス電流はこの端子の電圧に
よって制御されます。

バイアス電流のオートパワーコン
トロール (APC) 用内部オペアンプ
入力端子。

端子
番号 端子記号

端子標準
電圧（V）

DC

端子説明I/O 等価回路
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11

VEEO2

VCC1

Current
Source

14

15

VEEO1 VEEO1

VCCO

Current
Source

17

18

VEE1 (MOD_MON)
VEEO2 (BIAS_MON)

VCC1

Current
Source

11 BIAS O レーザバイアス電流出力。

12 VEEO2 0 変調とバイアス出力用負電源端子。

13 VEEO1 0 変調出力用負電源端子。

14 Q O
レーザ変調電流出力端子。
オープンコレクタ出力。

15 QB O
コンプリメンタリ電流出力端子。
レーザダイオードは本端子ではなく
Q端子に接続して下さい。

16 VccO 3.3 変調出力用正電源端子。

17 BIAS_MON O

バイアス電流モニタ端子。
この端子にバイアス電流の1／50の
電流が流れます。
この端子は1kΩの抵抗を介して，
または直接VCCに接続して下さい。

18 MOD_MON O

変調電流モニタ端子。
この端子に変調電流の1／50の電流
が流れます。
この端子は1kΩの抵抗を介して，
または直接VCCに接続して下さい。

端子
番号 端子記号

端子標準
電圧（V）

DC

端子説明I/O 等価回路
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19

Vcc2

30pF

500Ω

VEE2

20

Vcc2

30pF

500Ω

VEE2

21

Vcc2

10kΩ

10kΩ

VEE2

22

Vcc2

10kΩ

10kΩ

VEE2

19 AED_CAP

アクティビティエラー検出用コン
デンサ接続端子。
アクティビティエラー検出機能が
不要な場合，本端子はオープンに
して下さい。
本端子とVCC間にコンデンサを接続
することによってエラーを検出す
るまでの時間を長くすることがで
きます。

20 TIME_CAP

アラームのパワーオンリセット用
コンデンサ接続端子。
パワーオンリセット時間は本端子と
GND間に接続する外付けコンデン
サ（推奨値は0.01μF）により制御
されます。
ALARM機能が不要な場合は，この
端子はオープンにできます。

21 AED_DISABLE I

TTL入力端子。
この端子でアクティビティエラー
検出回路を制御します。
Highの時（オープンもしくはVCCに
接続時），アクティビティエラー検
出機能はディセーブルです。Low
の時（GNDに接続時），アクティビ
ティエラー検出機能はイネーブル
です。

22 THRUMODE I

TTL入力端子。
Highの時（オープンもしくはVCCに
接続時），入力データはDフリップ
フロップを経由せずに送信されま
す。
Lowの時（GNDに接続時），シリア
ル入力データはチップ内のDフリッ
プフロップ経由で送信されます。

端子
番号 端子記号

端子標準
電圧（V）

DC

端子説明I/O 等価回路
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Vcc1

23
300Ω

300Ω

VEE1

25

26

Vcc1

50Ω

50Ω

VEE1

10kΩ

29

30

Vcc1

50Ω

50Ω

VEE1

10kΩ

31

Vcc2

36kΩ

VEE2

23 DUTY

デューティサイクルコントロール
用抵抗接続端子。
外付け抵抗を本端子とGND間に接
続することにより，変調パルス幅
を拡大できます。通常はGNDに
ショートしてお使い下さい。

24 VEE2 0 負電源端子。

25 DIN

PECL
または
CML

I

差動PECLと差動CMLのデータ入力
端子。
これら2つの入力は100Ωで内部接
続され，VCC－1.4Vに10kΩでバイ
アスされています。

26 DINB

27 VEE1 0 負電源端子。

28 Vcc1 3.3 正電源端子。

29 CKIN

PECL
または
CML

I

差動PECLと差動CMLのクロック入
力端子。
これら2つの入力は10kΩで内部接
続され，VCC－1.4Vに10kΩでバイ
アスされています。

30 CKINB

31 WCVH 1.8

ALARM用ウィンドウコンパレータ
の上限しきい値電圧端子。
コンパレータのデフォルトのHigh
側アラームアサート電圧は1.8Vで
す。

端子
番号 端子記号

端子標準
電圧（V）

DC

端子説明I/O 等価回路
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31

Vcc2

6kΩ

8kΩ

VEE2

32 WCVL 0.3

ALARM用ウィンドウコンパレータ
の下限しきい値電圧端子。
コンパレータのデフォルトのLow
側アラームアサート電圧は0.3Vで
す。

端子
番号 端子記号

端子標準
電圧（V）

DC

端子説明I/O 等価回路
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電気的特性

DC特性 （Vcc－VEE＝3.14～3.46V，Ta＝－40～＋85℃）

DC電源電圧

電源電流 (DATA THRU MODE)

電源電流 (D-FF MODE)

最大変調出力電流

最小変調出力電流

変調出力電圧範囲

最大バイアス出力電流

最小バイアス出力電流

バイアス出力電圧範囲

変調シャットダウン電流

バイアスシャットダウン電流

DIN, CKIN入力High電圧 (PECL)

DIN, CKIN入力Low電圧 (PECL)

DIN, CKIN差動入力電圧 (CML)

DIN－DINB間とCKIN－CKINB間の
内部抵抗

DIN, DINB, CKIN, CKINBでの内部
入力基準電圧

TTL入力High電圧

TTL入力Low電圧

TTL入力High電流

TTL入力Low電流

ALARM出力High電圧

ALARM出力Low電圧

VREF出力電圧

WCVH出力電圧

WCVL出力電圧

VCC電圧エラー検出電圧

項　目

VDC

ICC_THRU

ICC_DFF

IQMAX

IQMIN

VQ

IBMAX

IBMIN

VB

IQSHD

IBSHD

VEIH

VEIL

VIN

RDI, RCK

VEIR

VTIH

VTIL

ITIH

ITIL

VTOH

VTOL

VREF

VWH

VWL

Vcc_err

記号

Vcc－VEE

IQ＝0mA, IB＝0mA

IQ＝0mA, IB＝0mA

*1

*1

*2

Iin＝－0.4mA

Iin＝2.0mA

Iout＝0～500µA

オープン電圧

オープン電圧

条　件

3.14

50

Vcc－2

50

Vcc－2

Vcc－
1.17

Vcc－
1.84

400

70

2.0

－0.3

－250

2.4

0

1.80

1.70

0.28

2.59

最小値

3.46

84

88

7

Vcc

3

Vcc

100

100

Vcc－
0.81

Vcc－
1.48

2000

130

Vcc＋
0.3

0.8

5

Vcc

0.5

2.05

2.05

0.37

3.08

最大値

3.3

62

65

Vcc－
1.37

標準値

V

mA

mA

mA

mA

V

mA

mA

V

µA

µA

V

V

mVp-p

Ω

V

V

V

μA

μA

V

V

V

V

V

V

単位

*1 内部入力基準電圧はECLのLowレベルより低くなることがありますので，DINとCKINへの信号は単相入力
時はAC結合で入力して下さい。

*2

VIN

200mV
1000mV
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AC特性 （Vcc－VEE＝3.14～3.46V，Ta＝－40～＋85℃）

最大データレート

デューティサイクル制御による
最大可変Highレベルパルス幅

立ち上がり時間（20～80%）

立ち下がり時間（80～20%）

DIN－CKINセットアップ時間

DIN－CKINホールド時間

VCC立ち上がり時間

VCC立ち下がり時間

項　目

fdmax

tdelay

tr

tf

ts

th

tvccr

tvccf

記号

データレート＝2.5Gbps

IQ＝50mA，RL＝25Ω

IQ＝50mA，RL＝25Ω

入力の立ち上がりと立
ち下がり時間＝130ps*3

入力の立ち上がりと立
ち下がり時間＝130ps*3

10～90％

90～10％

条　件

2.488

100

30

50

5

5

最小値 最大値

80

90

標準値

Gbps

ps

ps

ps

ps

ps

ms

ms

単位

APC回路用DC／AC特性 （Vcc－VEE＝3.14～3.46V，Ta＝－40～＋85℃）

OP_IN入力電圧範囲

OP_OUT出力最大電圧

OP_OUT出力最小電圧

シャットダウン状態での
最小OP_OUT出力電圧

OP_IN入力電流

OP_OUT出力ソース電流

OP_OUT出力シンク電流

APCオペアンプゲイン

モニタフォトダイオード電流範囲

項　目

VI_OP

VO_OPMAX

VO_OPMIN

VO_OPSDN

II_OP

IO_OPSORC

IO_OPSINK

AV

IMPD

記号 条　件

0.2

－2.0

10

最小値

2.0

0.2

1

4

4

1000

最大値

図15

12

標準値

V

V

V

V

μA

μA

μA

dB

μA

単位

*3

セットアップ時間，ホールド時間

th

DIN

CKIN

ts
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機能ブロック説明
APC（Auto Power Control）回路
APCループはレーザドライバとAPCオペアンプで構成されます。APCオペアンプは反転積分器として機能しま
す。OP_IN端子には，モニタフォトダイオードのモニタ電流と外付け抵抗RPDによって生じる電圧が印加され，
その電圧はAPCオペアンプにより反転され，OP_OUT端子より出力されます。その出力をBIAS_SET端子へ入力
することにより，バイアス電流を制御します。バイアス電流は外付け抵抗RPDで設定します。安定化，ノイズ
低減のため，モニタフォトダイオードとVEE間に1000pFの容量CPDを使用して下さい。また，OP_OUT端子とVEE

間にCAPC（推奨値0.1μF）の容量を用いて下さい。CAPCはシャットダウン解除時のOP_OUT端子の急激な立ち
上がりを抑制し，レーザダイオードに過電流が流れることを抑える働きをします。

CXB1828ER
Vcc

BIAS

Q

Monitor PD

Vref_1.1V

CPD

1000pF
RPD

LD

OP_IN

Modulation Current

Bias Current

CXB1828ER

APC Operational Amplifier

OP_OUT

15kΩ

60kΩ

4kΩ CAPC

0.1µF

図1．APC機能ブロック図

アラーム回路
この回路はAPC動作用です。入力OP_INに過大な電圧，または過小な電圧が印加された場合，ウィンドウコン
パレータ出力がHighになり，この信号がラッチされて，アラーム信号出力になります。WCVH端子とWCVL端
子の電圧は，ALARM用ウィンドウコンパレータの上限しきい値と下限しきい値となります。WCVHのデフォ
ルト値は1.8V，WCVLのデフォルト値は0.3Vです。
アラーム信号出力はVCCパワーオンリセット機能によってのみLowに戻すことができます。パワーオンリセット
時間（TTIME）は，TIME_CAP端子とVEE間に設置される外付けコンデンサで設定されます（図8参照）。パワー
オン時は，APC動作が完了するまでOP_IN端子に過大電圧や過小電圧が印加されることが考えられるため，強
制的にアラーム信号出力をLowにしておく必要があり，その時間をCTIMEにより設定します。容量の推奨値は
0.01μFです。

Activity Error Detector

1.8V

S

R

Q

0.3V

SHUTDOWN/SHUTDOWNB
Modulation/Bias Current OFF

ALARM

Operational Amplifier for APC

Monitor PD Window Comparator

Time
Stretcher

RS-FF

Vcc
Voltage Error

Detector

TIME_CAP
CTIME

0.01µF

RPD

OP_IN

Vcc > 2.9V

L

L

H

TTIME

Vcc < 2.9V
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図2．アラーム機能ブロック図 図3．アラーム機能タイミング図
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データ入力回路
PECL／CMLデータ信号は，最大データレート2.5Gbpsでデータバッファに入力されます。この入力端子はAC

結合入力用に，基準バイアス電圧 (VCC－1.4V) でバイアスされています。DIN端子とDINB端子間には100Ωの
抵抗が内蔵されています。データバッファにはアクティビティエラー検出 (AED) 用として，周波数検出と入力
振幅電圧検出器が備えられています。

クロック入力回路
PECL／CMLクロック信号は，最大データレート2.5GHzでクロックバッファへ入力されます。この入力端子は
AC結合入力用に，基準バイアス電圧 (VCC－1.4V) でバイアスされています。CKIN端子とCKINB端子間には100Ω
の抵抗が内蔵されています。

信号デューティサイクル補正回路
DUTY端子とVEE間に外付け抵抗を接続し，その抵抗値を0から4kΩまで設定することで図9のように出力パル
ス幅を伸張することが可能です。伸張幅は100ps（最小）まで可能です。デューティを変化させたくない場合は
DUTY端子はVEEにショートして下さい。

23

D
U

T
Y0 4kΩ

図4．デューティサイクル制御

バイアス電流と変調電流の制御
バイアス電流と変調電流はそれぞれ図10, 図11に示すように，BIAS_SET端子とMOD_SET端子に入力される電
圧により，リニアに制御することが可能です。BIAS_SET端子およびMOD_SET端子に印加する電圧は，本IC内
蔵のVREF端子とVEE間の外付け抵抗で設定することができます。図5参照。
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E
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V
R

E
F

6

RMOD

10kΩ

図5．変調／バイアス制御

バイアス電流と変調電流のモニタ端子
この回路は，バイアスと変調の電流をモニタします。BIAS_MON端子とMOD_MON端子は，直接もしくは抵抗
器経由で，VCCに接続する必要があります。変調電流とモニタ電流の比率は約50:1です（図12および図13参照）。

スルーモード端子
この端子がHigh，またはVCCに接続されている時は，入力データは内部フリップフロップを経由せずに送信さ
れます。この端子が接地されている場合は，入力データはDフリップフロップ経由で送信されます。
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シャットダウン機能
この回路は出力電流，つまりバイアスと変調電流をオフにするもので，レーザの遮断に使用されます。シャッ
トダウンと同時に，OP_OUTの電圧はVEEに設定されます。回路のシャットダウンメカニズムについて，図6に
機能ブロック図を示します。シャットダウンは次のいずれかの条件にあてはまる場合に働きます。

1）SHUTDOWNがHighの時
2）SHUTDOWNBがLowの時
3）アクティビティエラーディテクタが，DIN／DINB入力信号のエラーを検出した時
4）電圧エラー検出器が，VCCが2.59～3.08Vよりも低い電位であることを検出した時*

（* バイアス電流は，VCC＝2.0V付近で流れる場合があります。）
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IM

E
_C
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P

Input Buffer

Alarm Reset

OP_OUT VEE

Activity Error
Detector

Time
Stretcher

Vcc
Voltage Error

Detector

図6．シャットダウン機能ブロック図

アクティビティエラー検出（AED）機能
アクティビティエラー検出回路は，DIN／DINBの入力信号をモニタし，入力データ信号が無入力であると判断
した場合，出力電流をシャットダウンする機能です。入力データが無信号であると判断する条件は，ユーザが
設定する一定の期間に渡って入力データ信号のロジックに変化が無い場合，電圧スイングが小さすぎる場合
（＜100mVpp-diff）です。このいずれかを満たす場合，シャットダウン回路がイネーブルされて変調電流とレー
ザバイアス電流がシャットダウンされます。
必要に応じてAED_CAP端子とVCC間の外付けコンデンサ (CAED) を接続することにより，アクティビティエ
ラー検出までの時間を延長することができます。アクティビティエラー検出時間 (TAED) 対 CAEDのグラフを図14

に示します。アクティビティエラー検出機能が不要な場合は，AED_DISABLE端子をVCCに接続するかオープン
にして下さい。

IN
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DIN/DINB

AED_DISABLE

TAED

L

図7．AED機能タイミング図
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DC電気的特性測定回路図
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AC電気的特性測定回路図
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応用回路例
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この資料の応用回路例は，使用上の参考として，代表的な応用例を示したもので，これらの回路の使用に
起因する損害あるいは第三者の工業所有権の侵害の問題について，当社は一切の責任を負いません。
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外形寸法図　　　単位：mm
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